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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件結構的製造方法，包括：
形成一開口貫穿一半導體基板；

形成一阻擋層內襯於該開口；

在該開口中以及在該阻擋層及該半導體基板之上形成一導電層；

在形成該導電層的期間佈植一摻質到該導電層中；

在佈植該摻質之後對該導電層進行退火，其中在進行該退火之前，該導電層具有一突出

部分與該開口重疊，並且將該摻質佈植到該導電層的該突出部分中；以及

在該退火之後對該導電層及該阻擋層進行平坦化。

2.　如請求項 1所述的半導體元件結構的製造方法，其中該摻質包括氮（N）。
3.　如請求項 1所述的半導體元件結構的製造方法，其中在形成該導電層的期間將該摻質佈
植到該導電層及該阻擋層中。

4.　如請求項 1所述的半導體元件結構的製造方法，其中該佈植是在介於約 1KeV與約 3KeV
之間的一能量下進行。

5.　如請求項 1所述的半導體元件結構的製造方法，其中該佈植是使用介於約 3×106原子/
cm2與約 6×106原子/cm2之間的一佈植劑量。

6.　如請求項 1所述的半導體元件結構的製造方法，其中該退火是在介於約 350℃與約
420℃之間的一溫度下進行。

7.　如請求項 1所述的半導體元件結構的製造方法，其中該導電層藉由一電鍍製程形成，且
該導電層包括銅（Cu）。

8.　如請求項 1所述的半導體元件結構的製造方法，其中位於該半導體基板的一頂表面之上
的該導電層的一厚度是從約 0.5µm至約 2µm的一範圍。

9.　如請求項 1所述的半導體元件結構的製造方法，其中在形成該導電層之前，該阻擋層延
伸到該半導體基板之上。
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10.   如請求項 1所述的半導體元件結構的製造方法，其中位於該半導體基板的一頂表面之上
的該阻擋層的一厚度是從約 50nm至約 100nm的一範圍。

11.   如請求項 1所述的半導體元件結構的製造方法，還包括：
在形成該阻擋層之前，形成一隔離層內襯於該開口且位於該半導體基板之上。

12.   如請求項 11所述的半導體元件結構的製造方法，其中藉由該平坦化而移除位於該半導體
基板之上的該隔離層的一部分。

13.   如請求項 11所述的半導體元件結構的製造方法，其中在該平坦化之後，該導電層的一頂
表面是略微凹陷，而該阻擋層的一頂表面與該隔離層的一頂表面實質上共平面。

圖式簡單說明

參閱實施方式與申請專利範圍合併考量圖式時，可得以更全面了解本申請案之揭示內

容。需注意的是，依照業界標準慣例，各特徵並未依比例繪製。事實上，為了討論的清楚

性，各種特徵的尺寸可以任意增加或減少。

圖 1是流程圖，例示根據一些實施例的半導體元件結構的製造方法。
圖 2是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間在半導體基板的第

一側之上形成導電墊及第一介電層的中間階段。

圖 3是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間在半導體基板的第
二側之上依序形成第二介電層及第三介電層的中間階段。

圖 4是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間蝕刻第三介電層、
第二介電層及半導體基板以形成暴露導電墊的開口的中間階段。

圖 5是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間形成隔離層內襯於
開口且位於第三介電層之上的中間階段。

圖 6是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間在隔離層之上形成
經過圖案化的罩幕的中間階段。

圖 7是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間蝕刻隔離層以部分
地暴露導電墊的中間階段。

圖 8是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間形成阻擋層內襯於
開口且位於隔離層之上的中間階段。

圖 9是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間在開口中形成導電
層並佈植摻質到導電層中的中間階段。

圖 10是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間在佈植摻質之後的
摻質分佈。

圖 11是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間對導電層進行退火
的中間階段。

圖 12是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間進行第一平坦化製
程的中間階段。

圖 13是剖面圖，例示根據一些實施例的在半導體元件結構的製造期間進行第二平坦化製
程的中間階段。

圖 14是剖面圖，例示根據一些其他實施例的在半導體元件結構的製造期間在阻擋層之上
形成圖案化罩幕的中間階段。

圖 15是剖面圖，例示根據一些其他實施例的在半導體元件結構的製造期間蝕刻阻擋層以
部分地暴露導電墊的中間階段。
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圖 16是剖面圖，例示根據一些其他實施例的在半導體元件結構的製造期間在開口中形成
導電層並佈植摻質到導電層中的中間階段。

圖 17是剖面圖，例示根據一些其他實施例的在半導體元件結構的製造期間依序進行第一
平坦化製程及第二平坦化製程的中間階段。

圖 18是剖面圖，例示根據一些其他實施例的在半導體元件結構的製造期間在佈植摻質之
後的摻質分佈。

圖 19是剖面圖，例示根據一些其他實施例的在半導體元件結構的製造期間在佈植摻質之
後的摻質分佈。

圖 20是剖面圖，例示根據一些其他實施例的在半導體元件結構的製造期間在佈植摻質之
後的摻質分佈。
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